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Padrén:

Nombre y apellido:

Cuatrimestre de cursada: Turno:

= El siguiente cuestionario corresponde a la primera parte de la evaluacién integradora de la materia
Dispositivos Semiconductores. El mismo consta de 5 preguntas y debe ser respondido en una hora,
comenzando a las 15:00 y finalizando a las 16:00 sin excepcién.

Se recomienda organizar el tiempo para demorar 10 minutos por pregunta.

» Algunas preguntas pueden ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta numérica.
= En las preguntas MC existe siempre una iinica respuesta correcta.
= En las preguntas numéricas debe responderse con unidades siempre y cuando corresponda.

= El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.

» La aprobacién del cuestionario es necesaria para acceder a la segunda parte de la evaluacién, pero no es
suficiente para aprobar la evaluacién integradora.

= En caso de no aprobar el cuestionario, la evaluacién integradora estard desaprobada.
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FAGULTAD . DisposITIVOS SEMICONDUCTORES
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Universidad de Buenos Alres 2 de agosto de 2022

1) Se quiere copiar un diodo de juntura simétrica PN de Si (Np = 5 x 10'® em™?; T' = 300K) pero fabn;:&ndu—
lo con Ge (E;, = 0,67 eV; mu/mg = 0,12; my/my = 0,3; = 3900 r.m 2 /Vs; pn = 1900 cm?/Vs;).
Calcular los valores de concentracién con el que se debe :mpur:ﬁcar el Ge para obtener un valor ¢y igual
al del diodo basado en Si.

canal N y que fue disenado teniendo

>> Vi y que A es muy pequefio. Si
ones es correcta? NOTA:

2) Se tiene un source comiin implementado con un transistor MOSFET
en cuenta una temperatura de 300 K. Ademsds, se conoce que Ves
la temperatura de trabajo es mayor a la de disefio, jcuél de las siguientes opci
despreciar la variacion con la temperatura de los resistores.

A) El valor de Vps, disminuye.
B) El valor de k aumenta.
C) El valor de A,, disminuye.
D) El valor de r, permanece constante.
E) Ninguna de las anteriores es correcta.
3) Un transistor TBJ PNP (8 = 150; Vgg,, = —0,7 Vi Vpe,. = —0,5 V; V4 = 300V) se encuentra polarizado
con una fuente de tensién continua (Voo = 6 V) y tres resistencias Rg = 5009, Ry =220 k0 y Rpa =

60 k6. El emisor es conectado a Vo, entre colector y tierra se coloca Re, entre base y fuente se conecta
Ry v entre base y tierra se pone a Rp;. ;En qué régimen de funcionamiento se encuentra el transistor?

A) Corte.

B) Saturacién.

C) Modo Activo Directo.

D) Modo Activo Reverso.

E) Faltan datos para saberlo.

2 un amplificador emisor comun sin realimentacion con un transistor PNP con parametros
| ._3,7 V, Vse,, = —0,5V y Va4 — 0. La tensién de alimentacion es Voo = aV, ¥
td do con una resistencia de base Rg = 39k} entre la base del transistor y tierra,
ector, Rc = 1000} conectada entre el terminal de colector y tierra. A la entrada
necta mgﬁnl senoidal (v.) de tensién pico 30 mV y resistencia serie R, = 1k
ople de valor adecuado. A la salida se conecta una resistencia de carga
@ colector sin un capacitor de desacople. Calcular la tension pico
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W nsistores para realizar la compuerta légica F = (A + B) » (C + D)





